ПАРАМЕТРЫ МАЛОМОЩНЫХ ГЕРМАНИЕВЫХ НЧ/ВЧ ТРАНЗИСТОРОВ. Стр 1
	Тип
прибора
	Структура, технология
	Рк max
(без теплоотвода)
(Рк имп. max); мВт
	Fгр.,
F*h21b,

МГц
	Кш, 

дБ
	Uкб max
(Uкэ max )

В
	Iк max,

(Iк имп. max)
mА
	h21э
(25° C)
	rкэ нас,
 Ом
	Ск,

пФ

	ГТ323А
	NPN, сплавно-диффузионная
	500
	200
	-
	20
	(1000)
	20-60 (5В, 0,5А)
	-
	30

	ГТ323Б
	та же
	500
	200
	-
	20
	(1000)
	40-120 (5В, 0,5А)
	-
	30

	ГТ323В
	та же
	500
	300
	-
	20
	(1000)
	80-200 (5В, 0,5А)
	-
	30

	ГТ320А
	PNP, диффузионная
	200
	>80
	-
	20
	150 (300)
	20-80 (1В, 10mА)
	<8,5
	<8 (5В)

	ГТ320Б
	та же
	200
	>120
	-
	20
	150 (300)
	50-160 (1В, 10mА)
	<8,5
	<8 (5В)

	ГТ320В
	та же
	200
	>160
	-
	20
	150 (300)
	80-250 (1В, 10mА)
	<8,5
	<8 (5В)

	ГТ335Б
	PNP, сплавно-диффузионная
	200 (45° C)
	>80
	-
	20
	150 (250)
	60-100 (3В, 50mА)
	-
	<8,5

	ГТ335Г
	та же
	200 (45° C)
	>300
	-
	20
	150 (250)
	60-100 (3В, 50mА)
	-
	<8,5

	ГТ335Д
	та же
	200 (45° C)
	>300
	-
	20
	150 (250)
	50-100 (3В, 50mА)
	-
	<8,5

	МП16Б
	PNP, сплавная
	200
	>1*
	-
	15 (15)
	50(300)
	45-100 (1В, 1mА)
	<15
	-

	МП26
	та же
	200
	>0,2*
	-
	70 (70)
	(300)
	13-25 (35В, 1,5mА)
	<2,2
	<15 (35В)

	МП26А
	та же
	200
	>0,2*
	-
	70 (70)
	(400)
	20-50 (35В, 1,5mА)
	<2,2
	<15 (35В)

	МП26Б
	та же
	200
	>0,5*
	-
	70 (70)
	(400)
	30-80 (35В, 1,5mА)
	<1,8
	<15 (35В)

	МП25
	та же
	200
	>0,2*
	-
	40 (40)
	(300)
	13-25 (20В, 2,5mА)
	<2,2
	<20 (20В)

	МП25А
	та же
	200
	>0,2*
	-
	40 (40)
	(400)
	20-50 (20В, 2,5mА)
	<2
	<20 (20В)

	МП25Б
	та же
	200
	>0,5*
	-
	40 (40)
	(400)
	30-80 (20В, 2,5mА)
	<1,8
	<20 (20В)

	МП42
	та же
	200
	>2*
	-
	15
	(150)
	20-35 (1В, 10mА)
	<20
	-

	МП42А
	та же
	200
	>1,5*
	-
	15
	(150)
	30-50 (1В, 10mА)
	<20
	-

	МП42Б
	та же
	200
	>1*
	-
	15
	(150)
	45-100 (1В, 10mА)
	<20
	-

	ГТ321Б
	PNP конверсионная
	160 (20Вт)
	>60
	-
	40 (Uкэо max)
	200 (2000)
	40-120 (3В, 0,5А)
	<3,5
	<80 (10В)

	ГТ321В
	та же
	160 (20Вт)
	>60
	-
	40 (Uкэо max)
	200 (2000)
	80-200 (3В, 0,5А)
	<3,5
	<80 (10В)

	ГТ321Д
	та же
	160 (20Вт)
	>60
	-
	30 (Uкэо max)
	200 (2000)
	40-120 (3В, 0,5А)
	<3,5
	<80 (10В)

	ГТ321Е
	та же
	160 (20Вт)
	>60
	-
	30 (Uкэо max)
	200 (2000)
	80-200 (3В, 0,5А)
	<3,5
	<80 (10В)

	ГТ308Б
	PNP, сплавно-диффузионная
	150 (360)
	>120
	-
	20
	50 (120)
	50-120 (1В, 10mА)
	<24
	<8 (5В)

	ГТ308В
	та же
	150 (360)
	>120
	<8 (1,6 МГц)
	20
	50 (120)
	80-200 (1В, 10mА))
	<24
	<8 (5В)

	ГТ308Г
	та же
	150 (360)
	>120
	<8 (1,6 МГц)
	20
	50 (120)
	80-150 (1В, 10mА)
	<24
	<8 (5В)

	ГТ311А
	NPN, планарная
	150
	>300
	-
	12
	50
	15-80 (3В, 15mА)
	<20
	<2,5 (5В)

	ГТ311Б
	та же
	150
	>300
	-
	12
	50
	30-180 (3В, 15mА)
	<20
	<2,5 (5В)

	ГТ311В
	та же
	150
	>450
	-
	12
	50
	15-50 (3В, 15mА)
	<20
	<2,5 (5В)

	ГТ311Г
	та же
	150
	>450
	-
	12
	50
	30-80 (3В, 15mА)
	<20
	<2,5 (5В)

	ГТ311Д
	та же
	150
	>600
	-
	12
	50
	60-180 (3В, 15mА)
	<20
	<2,5 (5В)

	ГТ311Е
	та же
	150
	>250
	-
	12 (20 имп.)
	50
	20-80 (3В, 15mА)
	<20
	<2,5 (5В)

	ГТ311Ж
	та же
	150
	>300
	-
	12 (20 имп.)
	50
	50-200 (3В, 15mА)
	<20
	<2,5 (5В)

	ГТ311И
	та же
	150
	>450
	-
	10
	50
	100-300 (3В, 15mА)
	<20
	<2,5 (5В)

	ГТ125Б
	PNP, сплавная
	150
	>1*
	-
	35 (20)
	(300)
	45-90 (5В, 25mА)
	<1
	-

	ГТ125В
	та же
	150
	>1*
	-
	35 (20)
	(300)
	71-140 (5В, 25mА)
	<1
	-

	ГТ125Г
	та же
	150
	>1*
	-
	35 (20)
	(300)
	120-200 (5В, 25mА)
	<1
	-

	ГТ125Ж
	та же
	150
	>1*
	-
	35 (20)
	(300)
	71-140 (5В, 25mА)
	<1
	-

	ГТ125К
	та же
	150
	>1*
	-
	70 (20)
	(300)
	45-90 (5В, 25mА)
	<1
	-

	ГТ125Л
	та же
	150
	>1*
	-
	70 (20)
	(300)
	71-140 (0,5В, 100mА)
	<1
	-


ПАРАМЕТРЫ МАЛОМОЩНЫХ ГЕРМАНИЕВЫХ НЧ/ВЧ ТРАНЗИСТОРОВ. Стр 2
	Тип
прибора
	Структура, технология
	Рк max
(без теплоотвода)
(Рк имп. max); мВт
	Fгр.,
F*h21b,

МГц
	Кш, 

дБ
	Uкб max
(Uкэ max )

В
	Iк max,

(Iк имп. max)
mА
	h21э
(25° C)
	rкэ нас,
 Ом
	Ск,

пФ

	МП20А
	PNP, сплавная
	150
	>2*
	-
	30 (30)
	(300)
	50-150 (5В, 25mА)
	<1
	-

	МП20Б
	та же
	150
	>1,5*
	-
	30 (30)
	(300)
	80-200 (5В, 25mА)
	<1
	-

	МП21В
	та же
	150
	>1,5*
	-
	40 (40)
	(300)
	20-100 (5В, 25mА)
	<1
	-

	МП21Д
	та же
	150
	>1*
	-
	60 (40)
	(300)
	60-200 (5В, 25mА)
	<1
	-


	МП21Е
	та же
	150
	>0,7*
	-
	70 (40)
	(300)
	30-150 (5В, 25mА)
	<1
	-

	МП15А
	та же
	150
	>2*
	-
	15 (15)
	20 (150)
	50-100 (5В, 1mА)
	<1
	<50 (5В)

	МП10Б
	NPN, сплавная
	150
	>1*
	<10 (1 кГц)
	30
	20 (150)
	25-50 (5В, 1mА)
	-
	

	МП11
	та же
	150
	>2*
	<10 (1 кГц)
	15
	20 (150)
	25-55 (5В, 1mА)
	-
	

	МП11А
	та же
	150
	>2*
	<10 (1 кГц)
	15 (15)
	20 (150)
	45-100 (5В, 1mА)
	-
	<60 (5В)

	МП35
	та же
	150
	>0,5*
	-
	15
	20 (150)
	13-125 (5В, 1mА)
	-
	<60 (5В)

	МП36А
	та же
	150
	>1*
	<10 (1 кГц)
	15
	20 (150)
	15-45 (5В, 1mА)
	-
	<60 (5В)

	МП37А
	та же
	150
	>1*
	-
	30
	20 (150)
	15-30 (5В, 1mА)
	-
	<60 (5В)

	МП37Б
	та же
	150
	>1*
	-
	30
	20 (150)
	25-50(5В, 1mА)
	-
	<60 (5В)

	МП38
	та же
	150
	>2*
	-
	15
	20 (150)
	25-55 (5В, 1mА)
	-
	<60 (5В)

	МП38А
	та же
	150
	>2*
	-
	15
	20 (150)
	45-100 (5В, 1mА)
	-
	<60 (5В)

	МП39Б
	PNP, сплавная
	150
	>0,5*
	<12 (1 кГц)
	15
	20 (150)
	20-60 (5В, 1mА)
	-
	<50 (5В)

	МП40
	та же
	150
	>1*
	-
	15
	20 (150)
	20-40 (5В, 1mА)
	-
	<50 (5В)

	МП40А
	та же
	150
	>1*
	-
	30
	20 (150)
	20-40 (5В, 1mА)
	-
	<50 (5В)

	МП41
	та же
	150
	>1*
	-
	15
	20 (150)
	30-60 (5В, 1mА)
	-
	<50 (5В)

	МП41А
	та же
	150
	>1*
	-
	15
	20 (150)
	50-100 (5В, 1mА)
	-
	<50 (5В)

	П416А
	PNP, сплавно-диффузионная
	100 (360)
	>60
	-
	12
	25 (120)
	60-120 (5В, 5mА)
	<40
	<8 (5В)

	П416Б
	та же
	100 (360)
	>80
	-
	12
	25 (120)
	90-250 (5В, 5mА)
	<40
	<8 (5В)

	П401
	та же
	100
	>30
	-
	10
	20
	16-300 (5В, 5mА)
	-
	<15 (5В)

	П402
	та же
	100
	>50
	-
	10
	20
	16-250 (5В, 5mА)
	-
	<10 (5В)

	М3Д
	NPN, сплавная
	75
	>10
	-
	15 (15)
	50(100)
	40-160 (1В, 10mА)
	-
	<35(5В)

	ГТ108В
	PNP, сплавная
	75
	>1*
	-
	5
	50
	60-130 (5В, 1mА)
	-
	<50 (5В)

	МГТ108В
	та же
	75
	>1*
	-
	10 (18 имп.)
	50
	60-130 (5В, 1mА)
	-
	-

	ГТ108Г
	та же
	75
	>1*
	-
	5
	50
	110-250 (5В, 1mА)
	-
	<50 (5В)

	МГТ108Г
	та же
	75
	>1*
	-
	10 (18 имп.)
	50
	110-250 (5В, 1mА)
	-
	-

	МГТ108Д
	та же
	75
	>1*
	<6 (1 кГц)
	10 (18 имп.)
	50
	30-120 (5В, 1mА)
	-
	-

	ГТ124Б
	та же
	75
	>1*
	-
	25
	(100)
	45-90 (0,5В, 100mА)
	<0,5
	-

	ГТ124В
	та же
	75
	>1*
	-
	25
	(100)
	71-162 (0,5В, 100mА)
	<0,5
	-

	ГТ124Г
	та же
	75
	>1*
	-
	25
	(100)
	120-200 (0,5В, 100mА)
	<0,5
	-

	ГТ305Б
	PNP, сплавно-диффузионная
	75
	>160
	-
	15
	40 (100)
	60-180 (1В, 10mА)
	<50
	<7 (5В)

	ГТ305В
	та же
	75
	>160
	<6 (1,6 МГц)
	15
	40 (100)
	40-120(5В, 5mА)
	-
	<5.5 (5В)

	ГТ309Б
	та же
	75
	>120
	<6 (1,6 МГц)
	10
	10
	60-180 (5В, 1mА)
	-
	<7,5 (5В)

	ГТ309Г
	та же
	75
	>80
	-
	10
	10
	60-180  (5В, 1mА)
	-
	<7,5 (5В)

	ГТ309Е
	та же
	75
	>80
	-
	10
	10
	60-180 (5В, 1mА)
	-
	<7,5 (5В)


ПАРАМЕТРЫ МАЛОМОЩНЫХ ГЕРМАНИЕВЫХ НЧ/ВЧ ТРАНЗИСТОРОВ. Стр 3
	Тип
прибора
	Структура, технология
	Рк max
(без теплоотвода)
(Рк имп. max); мВт
	Fгр.,
F*h21b,

МГц
	Кш, 

дБ
	Uкб max
(Uкэ max )

В
	Iк max,

(Iк имп. max)
mА
	h21э
(25° C)
	rкэ нас,
 Ом
	Ск,

пФ

	ГТ115В
	PNP, сплавная
	50
	>1*
	-
	20
	30
	60-150 (1В, 25mА)
	-
	-

	ГТ115Г
	та же
	50
	>1*
	-
	30
	30
	60-150 (1В, 25mА)
	-
	-

	ГТ115Д
	та же
	50
	>1*
	-
	20
	30
	125-250 (1В, 25mА)
	-
	-

	ГТ322А
	PNP, сплавно-диффузионная
	50
	>80
	<4 (1,6 МГц)
	25
	10
	30-100 (5В, 1mА)
	-
	<1,8 (5В)

	ГТ322Б
	та же
	50
	>80
	<4 (1,6 МГц)
	25
	10
	50-120 (5В, 1mА)
	-
	<1,8 (5В)

	ГТ322В
	та же
	50
	>80
	<4 (1,6 МГц)
	25
	10
	20-120 (5В, 1mА)
	-
	<2,5 (5В)

	ГТ322Г
	та же
	50
	>50
	-
	15
	5
	50-120 (5В, 1mА)
	-
	<2,5 (5В)

	ГТ322Е
	та же
	50
	>50
	-
	15
	5
	50-120 (5В, 1mА)
	-
	<1,8 (5В)

	ГТ346А
	PNP ,эпитаксиально-планарная
	50 (55° C)
	>700
	<6 (800 МГц)
	20
	10
	10-150 (10В, 2mА)
	-
	<1,3 (5В)

	ГТ346Б
	та же
	50 (55° C)
	>550
	<8 (800 МГц)
	20
	10
	10-150 (10В, 2mА)
	-
	<1,3 (5В)

	ГТ346В
	та же
	50 (55° C)
	>550
	<7 (200 МГц)
	20
	10
	15-150 (10В, 2mА)
	-
	<1,3 (5В)

	ГТ330Д
	NPN, планарная
	50 (45° C)
	>500
	<8 (400 МГц)
	10 (20 имп.)
	20
	30-400 (5В, 5mА)
	<15
	<3 (5В)

	ГТ330Ж
	та же
	50 (45° C)
	>1000
	-
	10 (20 имп.)
	20
	30-400 (5В, 5mА)
	<15
	<3 (5В)

	ГТ330И
	та же
	50 (45° C)
	>500
	<8 (400 МГц)
	10 (20 имп.)
	20
	10-400 (5В, 5mА)
	<15
	<3 (5В)

	ГТ328А
	PNP ,эпитаксиально-планарная
	50 (55° C)
	>400
	<7 (180 МГц)
	15
	10
	20-200 (5В, 4mА)
	-
	<1,5 (5В)

	ГТ328Б
	та же
	50 (55° C)
	>300
	<7 (180 МГц)
	15
	10
	40-200 (5В, 3mА)
	-
	<1,5 (5В)

	ГТ328В
	та же
	50 (55° C)
	>300
	<7 (180 МГц)
	15
	10
	10-70 (5В, 3mА)
	-
	<1,5 (5В)

	П417А
	PNP сплавно-диффузионная
	50
	>200
	-
	8
	10
	65-200 (5В, 5mА)
	-
	<5 (5В)

	П417Б
	та же
	50
	>200
	-
	8
	10
	75-250 (5В, 5mА)
	-
	<5 (5В)

	П27
	PNP, сплавная
	30
	>1*
	<10 (1 кГц)
	5
	6
	20-100 (5В, 0,5mА)
	-
	50

	П27А
	та же
	30
	>1*
	<5 (1 кГц)
	5
	6
	20-170 (5В, 0,5mА)
	-
	50

	П28
	та же
	30
	>5*
	<5 (1 кГц)
	5
	6
	20-200 (5В, 0,5mА)
	-
	50

	П29
	та же
	30
	>5*
	-
	10
	(100)
	20-50 (0,5В, 20mА)
	<10
	<20 (6В)

	П29А
	та же
	30
	>5*
	-
	10
	(100)
	40-100 (0,5В, 20mА)
	<10
	<20 (6В)

	П30
	та же
	30
	>10*
	-
	12 (12)
	(100)
	80-180 (0,5В, 20mА)
	<10
	<20 (6В)

	П31
	та же
	30
	>4,5*
	-
	12 (12)
	(100)
	>25
	-
	<50 (6В)

	П31А
	та же
	30
	>4,5*
	-
	12 (12)
	(100)
	>45
	-
	<60 (6В)

	П32
	та же
	30
	>9*
	-
	12 (12)
	(100)
	>45
	-
	<20 (6В)

	ГТ109В
	та же
	30
	>1*
	-
	10 (18 имп.)
	20
	60-130 (5В, 1mА)
	-
	<30 (5В)

	ГТ109Г
	та же
	30
	>1*
	-
	10 (18 имп.)
	20
	110-250 (5В, 1mА)
	-
	<30 (5В)

	ГТ109Е
	та же
	30
	>5*
	-
	10 (18 имп.)
	20
	50-100 (5В, 1mА)
	-
	<40 (1,2В)

	ГТ109Ж
	та же
	30
	-
	-
	10 (18 имп.)
	20
	>100 (5В, 1mА)
	-
	-

	ГТ109М
	та же
	30
	>1*
	<12 (1 кГц)
	10 (18 имп.)
	20
	20-80 (5В, 1mА)
	-
	<30 (5В)

	ГТ310Б
	та же
	20 (35° C)
	>160
	<3 (1,6 МГц)
	12
	10
	60-180 (5В, 1mА)
	-
	<3 (5В)

	ГТ310Г
	та же
	20 (35° C)
	>120
	<4 (1,6 МГц)
	12
	10
	60-180 (5В, 1mА)
	-
	<4 (5В)

	ГТ310Е
	та же
	20 (35° C)
	>80
	<4 (1,6 кГц)
	12
	10
	60-180 (5В, 1mА)
	-
	<4 (5В)


